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Для корректного оценивания перспектив применения ВТСП-керамики необходимы достоверная оценка и систематический контроль основных ее параметров: температуры Тс и ширины (Тс сверхпроводящего перехода. Для оценки Тс и (Тс применяют методику, основанную на специальной обработке экспериментальных температурных зависимостей сопротивления R = f(T) или удельного сопротивления  ( = f(T) [1]. Однако ее применение для образцов с (Тс ( 1К из-за использования процедуры экстраполяции приводит к погрешностям в оценке (Тс более 100 %, что неприемлемо для практики. 

Целью данной работы является разработка методики, обеспечивающей повышение точности и достоверности контроля параметров сверхпроводящего перехода. 

В предлагаемой методике используется возможность построения из экспериментальных данных в безразмерных координатах ( = f(T), первой производной, для которой ширина на полувысоте определяет значение (Тс , а экстремум, соответствующий точке перегиба, как и в методике [1], соответствует значению Тс . (Перевод в безразмерные координаты осуществляется известным способом: ( = ( /(о,          (о =1 Ом; Т = Т/То, То =1К). Для получения производной используется численное дифференцирование массива данных,  удовлетворяющих  условию:  ( ( (Ti)- ( (Ti) ( ( h,      (( (Ti) –приближенные значения ( (Ti)). Выбор Ti согласуется с h  введением параметра  ((h) = max (Ti+1– Ti).  Для построения  приближенной производной нами применен одномерный вариант метода динамической регуляризации [2], что приводит к численному дифференцированию уравнения вида (( (T) = ((T), (((T) - искомая производная). 

Приведен   алгоритм   реализация   метода,   основанный   на   введении   вспомогательной   системы-модели,  значения   которой   для   Т0  определяются   по   правилу:

((Т1)= ( (T 0) + Uh(T1) (( h),  ( Uh(T1) - приближенное значение производной для T1). На промежутке  [Ti+1, Ti) выбираются  Ui(Т) = [( (Ti) – ((Тi)] / ((h), (((h) –параметр регуляризации,  согласованный с h).  Значения ((Т) в точке Ti+1 равны:  ((Тi+1)= ((Тi) + Ui+1((h). Результатом применения алгоритма является построение кусочно-постоянного приближения Ui (Т) искомой производной ((T). Для повышения точности контроля параметр  ((h) выбирается ~ h1/2.  Предельное   отклонение   Ui (T)  от  ((T)  оценивается  из  условия: maxi ( Ui (T) – ((T) ( (  С(h1/2 (С- параметр, зависящий от максимальных по модулю значений ((T), (( (T) и диапазона изменения Т).

В работе приведены конкретные примеры применения разработанной методики для оценки Тс и (Тс ВТСП- керамики. Показано, что оценки Тс по обеим методикам практически совпадают. Оценки же (Тс для ВТСП- монокристалла по методике [1] находятся в широком интервале 0,25 – 0,8К, а по разработанной методике при h =0,01 (Тс = 0,35 ( 0,1К, то есть  погрешность не превышает 30 %.

Таким образом, разработанная нами методика повышает точность и достоверность контроля параметров сверхпроводящего перехода, особенно (Тс  для находящих все большее практическое применение ВТСП- монокристаллов.
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